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１．概要（Summary） 

半導体量子ナノ構造における量子輸送特性の測定で

は、100 MHｚ程度の RF信号を用いた測定が高感度・高

速な測定手法として近年注目されている。このとき、試料

の抵抗、浮遊キャパシタンス、およびインダクタを用いて

共振回路を構成する。しかし、量子ナノ構造の抵抗値と浮

遊キャパシタンスの大きさから決まる適切なインダクタンス

の大きさは 3～４ µH であるが、市販のインダクタでは自

己共振周波数が 100 MHｚ程度であり、キャリア周波数と

同程度になってしまう。 

今回、上記の問題を解決するために微細加工プラット

フォームの電子線描画装置を用いてスパイラルインダクタ

を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

 

【実験方法】 

１． 金属薄膜を有する基板にネガ型の電子ビームレジ

ストを塗布 

２． ホットプレートでプリベーク 

３． 超高精細電子ビームリソグラフィー装置でスパイラ

ルインダクタパターンを描画 

４． 現像 

５． ドライエッチングにより、スパイラルインダクタパター

ンを残して金属薄膜を除去 

６． 電子ビームレジストを剥離 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に作製した試料の光学顕微鏡写真を示す。所望

のスパイラルインダクタパターンを得られた。一部色が明る

くなっている箇所は、金属膜が浮いてしまっていると思わ

れる。成膜前の洗浄工程の見直しが必要である。 

Fig. 1 Optical microscope image of spiral inductor. 
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